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研究成果の概要（和文）：インジウムスズ酸化物／極薄シリコン酸化膜／極薄シリコン層／埋込シリコン酸化膜
デバイスから、シリコン層厚さが薄くなるとエネルギーが高くなるエレクトロルミネッセンスピークを観測し
た。ピークは、二次元構造における量子閉じ込め効果に因ることを示している。プロジェクター縮小光学系を使
用し、N-フルオロピリジニウム塩を用いた光エッチングにより所定表面領域の極薄シリコン層厚さ均一性を向上
させる薄膜化法を開発した。

研究成果の概要（英文）：An electroluminescence peak at the increasing energy with decreasing silicon
 layer thickness has been observed in indium tin oxide/ultrathin silicon dioxide film/ultrathin 
silicon layer/buried silicon dioxide devices. This indicates that the peak is due to quantum 
confinement effects in a two-dimensional structure. A thinning method to improve the thickness 
uniformity of an ultrathin silicon layer in a defined area by photoetching with N-fluoropyridinium 
salts using a system with a projector and reduction optics has been developed.

研究分野： 工学
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  １版



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  
 

 
 
 

 



 
 1  

 2  

 

 
 


